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gotas. Em superficies de vidros existem heterogeneida-
des que causam variacoes na energia superficial. Tais 
heterogeneidades podem ser flutuacoes na composicao, 
micro-cristais (vitro-ceramicas), pequenas rugosidades, 
e mesmo filmes finos de impurezas. Uma gota de urn 
liquido depositada sobre a superficie plana, homog'enea, 
e limpa de urn vidro apresenta urn contorno perfeita-
mente esferico, e o angulo de contato ao longo deste 
contorno a constante. As heterogeneidades produzem 
variacOes no contorno da gota e, consequentemente, no 
angulo de contato, pois ocorrem flutuagoes nas ener-
gias interfaciais solido-liquido e sOlido-gas. Corn urn 
microscopio otico observamos e medimos estas variacOes 
ern gotas de agua depositadas sobre superficies parci-
almente cristalizadas de urn vidro de cordierita, e su-
perficies de laminas de vidro para microscOpio polidas 
imecanicamente e originals (polidas a fogo). Conclui-
se que os cristais superficiais no vidro de cordierita 
tern uma energia interfacial solida-gas major que a Ease 
amorfa. Na superficie do vidro polido mecanicamente 
esta energia tambem a major que da superficie original 
devido ao rompimento de ligacOes moleculares durante 
a abrasao. 
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Quando urn filme de ouro e depositado por evaporacao 
sobre urn substrato de silicio cristalino e observada a 
formagao de grins monocristalinos. ApOs tratamento 
termico em vacuo esse filme sofre alteraciies composi-
cionais e estruturais corn a migracao do silicio para a 
superficie. A microscopia de tunelamento de varredura 
(STM) tern como principal vantagem, no estudo dessas 
modificacOes, o fato de fornecer imagens corn alta re-
solucao espacial vertical (0.1nm) corn relativa facilidade 
e a possibilidade de resolucao atOmica corn urn pouco 
mais de cuidado. Assim, variac5es estruturais e mor-
folOgicas decorrentes de diferentes tratamentos termicos 
podem ser observadas. Neste trabalho apresentaremos 
os primeiros resultados obtidos em fumes de ouro evapo-
rados sobre Si(100) submetidos a diferentes tratamen-
tos terznicos. 

Superficies semicondutoras quando submetidas a ata-
ques quimicos , eletroquimicos e fotoeletroquirnicos pro-
duzem uma texturizacao que geram normalmente efei-
tos indesejados. Em casos extremos, entretanto, esta 
texturizacao pode gerar urn efeito de anti-refiexao, que 
tern aplicacao direta em dispositivos fotovoltaicos por 
aurnentar sua eficiecia de conversio. Neste trabalho é 
estudada a evolucao da texturizacao de superficies se-
micondutoras de InP, atacadas fotoeletroquimicamente 
, utilizando as znedidas do espectro angular de espalha-
mento Nossas medidas mostraram que existe urn corn-
portamento bastante anisotrOpico no espectro angular 
de espalhamento, corn o aparecimento de direcOes onde 
a luz espalhada a mais intensa. E discutida a relacao 
dessas medidas corn a estrutura gravada , assim como 
o aparecimento de pianos preferenciais de ataque que 
resultam em estruturas piramidais. 
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A determinacao do campo eletrico e do potencial na 
vinhanca de pontas extremamente pontiagudas (whis-
kers) a importante para a discussao e analise dos re-
sultados da operacao de varios instrumentos de import 
ancia em Fisica de Superficies: Scanning Tunnelling 
Microscope (STM), Field Ion Microscope (FIM), Fi-
eld Emission Microscope FEM), Atomic Force Micros-
cope (AFM); alem de dispositivos varios em escala na-
nometrica e destinados a mapeamento (scanning devi-
ces). Urn fator de import ancia experimental e a razao 
entre a intensidade do campo num ponto da superficie 
e o potencial eletrico, o denominado fator p. 
Discutiremos assim a solucao da equagao de Laplace na 
vizinhanca de geometrias como hiperbolOides de duns 
folhas, parabolOides elipticos e elipsOides, entre outras. 
Como sera mostrado, o emprego de sistemas de coor-
denadas escoihidos de acordo corn a simetria especifica 
simplifica sobremodo a solucao, conduzindo ate mesmo 
a reducao a urn no niimero de coordenadas necessarias. 
A longo prazo pretende-se determinar as modificacOes 
necessarias a inclusao do potencial imagem, situacao 
de particular interesse nas condicOes de tunelamento de 
eletrons em alguns dos dispositivos acima mencionados. 
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Filmes de aluminio sao geralmente depositados em 
espelhos Opticos que necessitam alta refietividade na 
regiao do visivel e infra-vermelho. A deposicao destcs 
filmes e feita utilizando-se a tecnica de aquecimento re-
sistivo em alto vacuo, onde o material a ser evaporado 
colocado sob uma resistencia de tungstenio e o conjunto 
aquecido pela passagem de corrente eletrica. A espes-
sura do filme durante a deposicao 6 controlada pela me-
dida da variacao de frequencia de urn cristal oscilador 
instalado na evaporadora. 0 objetivo deste trabaiho e 
apresentar um rnetodo absoluto para determinacao da 
espessura destes filmes de aluminio por fluorescencia 
de raios-X, em que foi determinado o coeficiente de ab-
sorcao de massa para as filmes de Al depositados em 
vidro, no seu respectivo comprimento de onda efetivo. 
Esta tecnica tern sido empregada corn muita frequencia, 
devido a sua alta sensibilidade e carater nao destrutivo 
nas amostras. Os resultados foram reprodutiveis em 
filmes de 10 a 400 nm analisados. 

MODELO PRE-IMPACTO PARA EMISSA0 
IONICA DE SUPERFiCIES: UMA_ 

EXTENSAO DO MODELO DE EJEcA0 
POTENCIAL DE ELETRONS 
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Apresentamos urn modelo te6rico de emissao ionica 
de uma superficie sob bombardeio de ions. Este mo- 
delo e uma extensao do modelo de ejecao potencial de 
eletrons, proposto por Hagstruma e desenvolvido recen- 
temente por outros autoresb. Supomos que a emissao do 
especies ionizadas e defiagrada polo campo eletrico do 
projetil antes do impacto corn a superficie. 0 projetil 
ioniza a molecula adsorvida que se dissocia, provo- 
cando a emissao secundaria. 0 modelo preve uma de- 

pendencia (q/W) 3/v onde q e a cargo do projetil, W 
a fin-10o trabalho do alvo e v e a velocidade do projetil. 

liagstrum, Phys. Rey. 80 (1953) 244 

J. Burgdotier, P. Lenier, F. Meyer, Phys. Rev. (1991) and 
K.J. Snowdon, Nucl. Instr. Meth. B34 (1988) 309 

Holografia de Eletrons: Fisica Basica e 
Tecnologia 
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O principio da Holografia foi proposto por Gabor 
em 1948, para se compensar opticamente aberracOes 
esfericas das lentos eletrOnicas, reconstruindo optica-
mente as imagens de hologramas produzidos por feixes 
de eletrons. Este principio visa superar os limites im-
postos a resolucao dos microscdpios eletronicos ( Ga-
bor, 1949, 1951). Os primeiros experimentos de holo-
grafia de eletrons nao apresentavam imagens de qua-
lidade devido a necessidade de urn feixe coerente de 
radiacao. As primeiras imagens de qualidade foram ob-
tidas, utilizando lasers coma fonte coerente, portanto, 
holografia optica. Posteriormente, se pode demons-
trar ser factivel a holografia de eletrons em microscopia 
eletronica, microscopia eletronica de fotoemissao e mi-
croscopia eletronica de projecao. 
Apresentaremos eutao os principios sabre os quais se 
baseia a holografia de eletrons e a grande riqueza 
de fenOmenos fisicos relacionados, sua importancia na 
formacao das imagens e dificuldade de tratarnento 
te6rico. Neste contexto serao discutidos o efeito 
Aharonov-Bolim, o espalhamento mdltiplo de eletrons, 
e a "qualidade" do feixe de particulas. 
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